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S. A. F. Selen - Photoelemente.

Das in den letyten Jahren durch eine g ründ liche  Entw icklungsarbeit 
geschaffene Selen-Photoelem ent ste llt e ine lichte lektrische Ze lle  dar, 
deren A u fgabe  es ist, e in fa llendes L icht in e lektrische Energie 
verw andeln.

Das S e l e n - P h o t o e l e m e n t  g eh ö rt zu d e r Klasse d e r S p e r r 
s c h i c h t - P h o t o z e l l e n ,  deren W esen und genaue W irkungsw eise  
erst in jüngs te r Z e it rich tig  e rfo rscht w orden  ist. Das besondere 
M erkm al so lcher Sperrschicht-Photozellen ist, da^ sie ohne jede  
e lektrische H ilfsspannung bei Beleuchtung so fort e inen elektrischen 
Strom lie fern  und daf> sich d ieser V organg  n icht in e inem  evakuierten 
o de r m it e inem  verdünnten  Gas ge fü llten  Raum abspielt. Dadurch 
untersche idet sich das neue Photoe lem ent also deu tlich  von den bisher 
zu ähnlichen Zwecken benutjten  V akuum - o d e r gasgefü llten Photo
zellen, bei denen stets eine elektrische Spannungsquelle zum Betriebe 
no tw end ig  ist, obg le ich  d e r p rim äre  physikalische V organg  bei be iden 
Z e llen typen  d e r g le iche ist.

Das Se len-P hotoelem eni ist von allen b isher bekannten S p e rrsch ich t-^^  
Photozellen d ie  em pfind lichste  Zelle , d. h. es lie fe rt bei g le icher 
Beleuchtung und g le ich  g roß er be lich te te r O berfläche  den g rö fjte rg fc  
Photostrom . H inzukom m t, dal} das Selen-Photoelem ent eine g ro fy e ^ ^  
mechanische Festigkeit besifyt, d ie  in allen den Fällen von großem  
W e rt ist, w o d ie  lichte lektrische Z e lle  starken Erschütterungen, z. B. bei 
tragbaren  A ppa ra tu ren  ausgesetjt ist. Das Selen-Photoelem ent ist 
unem pfind lich  gegen norm ale  Lu ftfeuch tigke it. In fo lge  seiner 
p la tten fö rm igen  G esta lt läfyt es sich le ich t in besondere, gegen 
Feuchtigke it schürende  Fassungen einbauen. Es ve rträ g t norm ale 
Tem peraturschwankungen. Seine hohe lichte lektrische E m pfind lichke it 
und seine p la tten fö rm ige  G esta lt e rm ög lichen  den Einbau d e r E le
m ente in d ie  verschiedensten Apparate . Zusammenfassend ergeben 
sich fo lge nd e  a llgem einen



Vorteile des Selen-Photoelementes.
H ohe lich te lek irische Em pfind lichke it,

G u te r W irkungsg rad ,
Verw endung  ohne elektrische H ilfsspannung,
L ichte lektrische E m p find lichke it im ganzen Spektra lbere ich von 

ca. 275 bis 750 mm,

G e rin g e r T em pera tu rkoe ffiz ien t,
G u te  Konstanz,
G ro fje  Lebensdauer,
H ohe Betriebssicherheit,
Keine ze rb rech lichen Teile, deshalb unem pfind lich  gegen , Erschüt

te rungen,

Grofye konstruktive  Anpassungsfäh igke it in mechanischer Beziehung.

Anwendungsgebiete:
Photom eter je d e r  A rt, tragbare  Beleuchtungsmesser, pho tographische 

Belichtungsmesser, R eg is trie rpho tom ete r, Reflexions- u. Transparenz.- 
messer, Sichtmesser,

O b je k tiv e  K o lo rim e trie ,

L ich te lektrische Signalanlagen, E inbruchsicherung (sog. Lichtschranken), 
L ichte lektrische Z äh lvorrich tungen ,
Autom atische Einschaltung von Lichtanlagen (sogen. L ichtwarten), 
V e rkeh rskon tro lle  auf d e r S tra fe  usw.,

^ ^ U e b e rw a c h u n g  von Fabrika tionsvorgängen in Industrien versch. A rt, 

Rauch- und Gasmesser,

^ ^ F e u e rm e ld e r,
M essung m echanischer Veränderungen  (Ferntherm om eter),

Nachweis schw ingender m echanischer V orgänge, 

G le ichstrom verstä rkung,
Messung hoch frequen te r W echselström e.

Wirkungsweise des Selen-Phoioelementes.
Das Selen-Photoelem ent ist aus dem  bekannten Se leng le ichrich ter 
de r SAF e n ts tan de n 1). D er A u fbau  eines Selen-Photoelem entes ist

i) L ite ra tu r; L. Bergm ann. Eine neue S e lensperrsch ich t-P hotoze lle , Phys. Ztschr. N r. 32 (1931) S. 286

3



a) Abb. 1 b)

in A bb. 1 a und b in A u fs icht und Q uerschn itt schematisch w ieder^ 
gegeben. A u f e ine r etwa 1 mm starken Eisenplatte a ist e ine dünne  
Selenschicht b aufgeschm olzen, d ie  durch eine besondere Tem peratur- 
behandlung in d ie  lichte lektrisch w irksam e M od ifika tio n  des Selens 
übe rg e füh rt ist. A u f d ie  Se lenoberfläche ist eine sehr dünne, gut 
lichtdurchlässige M eta llhaut d  aus Edelm etall aufgebracht. Ein ve r
stä rkter m eta llischer Ring c d ie n t als e lektrische Zu le itung  zu d e r 
lichtdurch lässigen V o rde re lek trod e  d e r Zelle , d ie  T rägerp la tte  a b ild e t 
den zweiten Stromanschluß. Zwischen d e r Selenoberfläche und d e r 
lichtdurchlässigen E lektrode lieg t d ie  un ipo la r le itende  Sperrschicht. 
Leg t man an das Se len-Photoelem ent e ine G le ichs trom que lle  de ra rt 
an, dal) d e r Pluspol an d e r V o rde re lek trod e  d, d e r M inuspo l an 
d e r E isenplatte a angeschlossen ist, so flie f)t in d ieser R ichtung kein 
Strom  durch  das Elem ent, w ährend nach U m po lung  d e r Anschlüsse in 
um gekehrte r R ichtung so fo rt ein starker Strom  zustande kom m t. M an 
kann so sagen: U n te r dem  Einfluß e ine r äußeren e lektrischen Span
nungsquelle  können E lektronen fre iw illig  nur von d e r M e ta lle lek tro de  d 
zum  H a lb le ite r Selen b ü be r d ie  dazw ischenliegende Sperrschicht 
tre ten , (d. h. +  Pol an Eisen, — Pol an V o rde re lek trod e ) n icht aber 
in um gekehrte r R ichtung. In d e r A bb. 1 b ist d ie  Durchlaßrich tung 
fü r E lektronen durch  einen Pfeil angedeute t.

W ird  nun das Photoe lem ent in d e r W eise  belichte t, daß das Licht 
durch d ie  E lektrode d an das Selen gelangt, so w erden an d e r Selen
oberfläche  E lektronen lichte lektrisch ausgelöst (äußerer lichte lektrischer 
Effekt), w obe i sie vom  Licht genügend Energ ie  erhalten, um über 
d ie  Sperrschicht zw ischen Selen und V o rde re lek trod e , also gegen 
d ie  e igen tliche  D urchlaßrich tung, in d ie  V o rde re lek trod e  übertre ten . 
Diese in fo lge  d e r L ich tw irkung  übergetre tenen  E lektronen 
können zwar in d e r D urchlaßrich tung V o rde re lek trode -S e len  w ieder 
an ihren U rsp rungso rt zu rückfließen ; leg t man aber an das Photo
e lem ent e inen S trom kreis etwa m it e inem  G a lvanom eter, w ie es in
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einfallendes
Licht

Abb. 4

5

A bb. 2 dargeste llt isi, so fließ t ein Teil d e r d ie  lichte lektrisch aus
gelösten E lektronen durch diesen Kreis als Photostrom  an ihren 
A usgangsort im Selen zurück. D ieser Photostrom  ist bei gegebener 
Belichtung des Elementes umso größer, je  k le iner d e r W iders tand  
des Außenkreises gegenüber dem  W iders tand  d e r Sperrschicht in 
d e r D urchlaßrich tung ist.

Phofosfrom und 
Phofospannung des Selen-Photoeiementes.
In d e r A bb . 3 ist sowohl d ie  Photospannung eines o ffenen  Photo
e lem entes als auch d e r Photo-Kurzschlußstrom  in A bhä n g igke it von 
d e r auf das E lem ent auffa llenden Beleuchtung w iedergegeben  und 
zwar fü r  eine Z e lle  d e r Type T 10062 E bezw. 6771 A  m it e iner 

— w irksam en O berfläche  von 9,7 c m 2 (45 mm 0). Die Photospannung 
' • r  e rre ich t sehr bald einen Sättigungsw ert und ste igt n icht wesentlich 

über 0,2 V o lt an. Der Photostrom  dagegen steigt in dem  Falle, 
daß d e r äußere W iders tand  des Kreises sehr k le in  ist (Kurzschlußstrom ) 
linear m it d e r Beleuchtung an. D ie A bb. 4 ze ig t im Gegensaß h ierzu

Elekironen/Iuß

Abb. 2

0  4- 8 *6 32
B e leuchtung •

Abb. 3



Abb. 6

den V erlau f des Photostrom es in A bhäng igke it von d e r Be leuchtung 
bei d e r g le ichen Ze lle  fü r verschieden g ro fje  W iders tände  im V e r
braucherkreis. A b b ild un ge n  5, 6 und 7 geben d ie  entsprechenden 
Kurven fü r Zellen von 25, 35 und 67 mm  0  w ieder. Je g rö fje r d ie  
W ide rs tände  im äufjeren Strom kreis sind, desto schlechter ist d ie  
P ro po rtio na litä t zw ischen Photostrom  und Beleuchtung e rfü llt. H ie rau f 
m u^ bei V e rw endung  d e r Ze lle  als Photom eter geachte t w erden.

Abb. 7
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Da bei höherer Be lichtungsintensität d e r Photostrom  auch größere 
W e rte  annim m t, können d ie  angeschlossenen M ei3 instrum ente durch 
Nebenschlufyw iderstände u ne m p find liche r gem acht w erden, w odurch  
dann automatisch d e r W iders tand  im Verbraucherkre is  des Photo
elem entes k le ine r w ird . D ie S trom ausbeute ste igt fe rne r m it d e r G rö f3e 
d e r be lich te ten  Z e llenoberfläche , w ie es d ie  Kurven in A bb. 8 
w iede rgeben ; auch h ie r g ilt, dafy e ine P ropo rtiona litä t zwischen 
Photostrom  und be lich te te r Z e llenoberfläche  nur dann besteht, wenn 
d e r W iders tand  im Aufjenkre is  klein ist. ‘ )
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Abb. 8

Empfindlichkeit des Photoelemenfes.
Als ungefähre r A nha ltspunkt fü r d ie  E m pfind lichke it eines Se len-Photo-

Oelem entes kann angegeben w erden, da lj bei e ine r Beleuchtung von 
1 Lux von dem  Elem ent p ro  1 cm - O berfläche  ein Photostrom  von 
ca. 3.10-8 A m p. g e lie fe rt w ird . Bei Be lich tung m it Sonnenlicht lie fe rt 

^ y d i e  Ze lle  Type 6771 A  ca. 30 M illiam p. Photostrom  bei 2 O hm  
Instrum entenw iderstand.

Innerer Widerstand des Photoelementes.
Für d ie  günstigste Anpassung des Photoelem entes an irgend  einen 
V e rbrauche r ist d e r innere W iders tand  von Bedeutung. D ieser ist, 
w ie  aus d e r A bb . 9 hervorgeht, zunächst e ine Funktion d e r Beleuchtung 
und zw ar ist e r umso kle iner, je  in tensiver d ie  Z e lle  belichte t, d. h. je

i) Bezüglich w e ite re r E inze lhe iten  m ufj auf d ie  O r ig in a ll ite ra tu r  verw iesen w e rd e n : z. B. L. Bergm ann 
M essungen an S e len-P hotoe lem enten, Phys. Ztschr. 33 (1932) S. 513 u. A . D r e ie r ,  N euere  Erfahrungen 
m it Sperrsch ich tze llen, Zeitschr. Licht & Lam pe 21 (1932) S. 21 .
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Abb. 9

m ehr E lektronen lichte lektrisch fre i gem acht w erden. Außerdem  hängt^ 
d e r innere W iders tand  des Photoelem entes noch von d e r G rö fje  
d e r Z e llenoberfläche  ab ; je  größer diese ist, d. h. je  g rö lje r der 
Q uerschn itt des Photoelem entes fü r den E lektronenstrom  w ird , desto 
k le iner w ird  der innere W iders tand . D ie Kurve in Abb. 9 bezieh t 
sich auf ein S e lenphotoe lem ent Type 6771 A  m it ca. 9,7 cm-’ w irksam er 
O berfläche .

Elektrische Leistung des Photöelemenfes.
Die elektrische Leistung, d ie  ein Se len-Photoelem ent bei gegebener 
Beleuchtung abg ib t, hängt von d e r G rö fje  des e lektrischen W id e r
standes des Verbraucherkre ises ab und e rre ich t ein M axim um , wenn 
d e r W iderstand  des Verbrauchers gle ich dem  inneren W iders tand  
des Photoelem entes ist. D ie  Kurven in A bb. 10 bis 13 ze igen fü r 
d ie  e inzelnen Z e llen typen  d ie  A b hä n g igke it d e r e lektrischen L e is tu n g A  
vom  Belastungswiderstand bei verschiedenen Beleuchtungsstärken.
Für d ie  gebräuchlichsten G rößen der Se len-Photoelem ente kann man
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Abb. 11

Abb. 13

aus den Kurven bei verschiedenen Beleuchtungen d ie  m axim alen 
elektrischen Leistungen sowie d ie  dabe i im V erbraucherkre is  an
zuw endenden W iders tände  ersehen. Diese entsprechen g le ichze itig  
dem  jew e iligen  inneren W iders tand  des be tre ffenden  Photoelem entes 
bei d e r angegebenen Beleuchtung.



Temperafurkoeffizient des Selen-Photoelemenfes.

Von den b isher bekannt gew ordenen Sperrschicht-Photozellen besifyt 
das Se len-Photoelem ent den kleinsten Tem pera tu rkoe ffiz ien ten , w obei 
als weiteres günstiges M om en t h inzukom m t, dal} d ie  A enderung  des 
Photostromes m it d e r Tem peratur gerade im G e b ie t d e r Z im m er
te m p era tu r um 20° herum  sehr k le in  ist. A llgem e in  n im m t m it höherer 
Tem peratur d e r Photostrom  ab und zwar umso stärker, je  g rößer d e r 
W iders tand  im Aufyenkreis ist. Der Tem pera tu rkoe ffiz ien t des Kurz- 
schlufjstrom es ist praktisch gle ich N ull, d e r d e r Photospannung bei 
20° etwa 1,3% p ro  Celsiusgrad. Bei e inem  A u ljenw iders tand  von 
100 O hm  be träg t d e r Tem pera tu rkoe ffiz ien t nur 0,14°/0, bei 350 O hm  0  
etwa 0,4%  p ro  Celsiusgrad.

Spektrale Empfindlichkeit des Selen-Photoelemenfes.

Das Selen-Photoelem ent ist im ganzen sichtbaren Spektra lbere ich 
em pfind lich  zum  U nterschied gegenüber a llen anderen Photozellen, 
d ie  eine m ehr o d e r m in de r g ro fje  selektive E m pfind lichke it in be
stim m ten Spektra lbezirken  b e s te n . Aus diesem  G run de  ist das Selen-

Abb. 14

Photoe lem ent gerade fü r pho tom etrische Zwecke au fje ro rden tlich  gu t 
brauchbar. D ie Kurve a in A bb . 14 ze ig t fü r ein energ ieg le iches 
Spektrum  d ie  A bhä n g igke it d e r E m pfind lichke it des Se len-Photoele 
mentes von d e r W e llen länge  des e in fa llenden Lichtes. M an erkennt, 
da (3 das Selen-Photoelem ent auch noch im u ltrav io le tten  Licht sowie 
im kurzw e lligen  U ltra ro t eine brauchbare E m p find lichke it besitjt. 
D ieser sehr günstige  V e rlau f d e r spektra len E m p find lichke it des 
Selen-Photoelem entes e rm ög lich t es, das Photoe lem ent sowohl als
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photograph ischen Belichtungsmesser, als auch durch  Vorschaltung ge
e igne te r F ilte r fü r besondere Zwecke zu benußen. D ie SAF lie fe rt 
z. B ein F ilter, das d ie  Z e llen e m p find lich ke it d e r spektralen E m p find 
lichke it des m enschlichen Auges w e itgehend  anpaßt. In d e r A bb . 14 
g ib t d ie  Kurve b d ie  spektrale E m pfind lichke it eines m enschlichen 
Norm alauges an. D ie e ingezeichneten M eßpunkte , bezw. d ie  ge 
striche lte  Kurve c, ze igen d ie  spektra le  E m pfind lichke it der K o m b i
nation Se len-Photoelem ent +  F ilte r1). Eine solche Anpassung des 
Photoelem entes an d ie  spektrale E m pfind lichke it des Auges kann auch 
in andere r W eise  durch  Benußung von zwei F iltergläsern, d ie  sich 
nur te ilw e ise  überdecken, e rre ich t w e rde n -).

Trägheit des Selen-Phofoelementes 
bei intermittierender Beleuchtung.

Das Selen-Photoelem ent a rbe ite t praktisch trägheitslos, d. h. Photo
spannung als auch Photostrom  seßen m it d e r Beleuchtung m om entan 
ein. S törend macht sich bei dem  Selen-P hotoelem ent bei hohen 
Be lich tungsfrequenzen nur seine verhältn ism äßig große E igenkapazitä t 
zwischen V o rd e re le k tro d e  und d e r Se lenoberfläche bem erkbar. Bei 
dem  Photoe lem ent Type 6770 A  lieg t diese E igenkapazitä t in d e r 
G röß enordnung  von e in igen 1000 cm. Andererseits aber läßt sich

1

H +

1

£

i

- 1

»
ric c/fM lA iju n fd

’

7 c
1

Se M :

*

*

0 00 2C 00 J i100
M i

JO 1SÖDO j 6Q
n g \fr^ q u \n z

V 7000 
— j—

8000  
. |

'ic b z
-

1 B ereu

Abb. 15

') L ite ra tu r: L. Bergm ann. Versuche und  M essungen m it S e iensperrsch ich tphofozellen .jP hys. Ztschr. 34 
(1933) S. 227.

2) L ite ra tu r: A . D r e ie r .  O ber e ine  F iife rkom b ina tio n  zur genauen A ng le ichung  d er S pek tra le m p find lich 
ke it von  Pho tozellen  an d ie  des Auges, Licht und  Lam pe 22 (1933) S. 93.



das Selen-Photoelem ent in fo lge  seines geringen  ohmschen W id e r
standes übe r einen T ransform ator an den E ingang eines Röhren
verstärkers anpassen, w odurch  eine günstige Spannungstransform ation 
e rz ie lt w ird . Durch den gegenüber H ochvakuum ze llen  sehr k leinen 
E igenw iderstand des Photoelem entes ist d e r U ebertragungsfak to r bei 
k le inen und m ittle ren  Frequenzen in e inem  ziem lich bre iten  Interva ll 
verhältn ism äßig konstant, w eil d e r B lindw iderstand des Photoelem entes 
zunächst groß  gegen den E igenw iderstand ist. Zur O rien tie run g  
d iene d ie  A bb . 15, in d e r sowohl fü r  eine H ochvakuum ze lle  als auch 
fü r ein S e lenphotoe lem ent Type 6770 A  d ie  am Verstärkerausgang 
au ftre tenden  W echselström e bei in te rm ittie re n de r Belichtung in A b 
häng igke it von d e r L ich tw echselfrequenz aufgetragen sind. D er A n 
schluß des Selenphotoe lem entes e rfo lg te  dabei übe r einen Trans
fo rm a to r m it dem  Ueberseßungsverhältn is 1 :50.

Das Doppel-Phofoelemenf.
Das D oppe l-P ho toe lem ent ist gedacht fü r d ie  pho tom etrische  V e r
g le ichung  zw e ie r L ich tque llen  als o b je k tiv e r Ersaß fü r d ie  bekannten 
subjektiven Verg le ichsphotom eter. Es besteht aus zwei m it ihrer 
Rückseite au fe inanderge leg ten  Se lenphotoe lem enten (Abb. 16). An

12

* 
*



d ie  Außene lektroden  w ird  ein M eß instrum ent m it m öglichst großer 
S trom em pfind lichke it als N u llins trum ent (N u llp u nk t in d e r Skalenm itte) 
angeschlossen. U n te r d e r Vorausseßung, daß be ide  Ze llen  g le iche 
E m p find lichke it haben, ste llt sich das M eß instrum ent nur dann auf 
N u ll ein, wenn be ide  Zellen gle ich hell be leuchte t w erden. Eine etwa 
vorhandene  V ersch iedenheit in d e r L ich tem p find lichke it be ide r Zellen 
läßt sich en tw eder durch eine Doppelm essung m it um 180° ge 
drehtem  D op pe lph o toe le m en t e lim in ie ren  o de r durch Parallelschaltung 
zw e ie r R egulierw iderstände ausgleichen. Zu diesem  Zw eck ist das 
D oppe l-P ho toe lem ent m it e inem  M itte lko n ta k t zu versehen.

Das Differential-Photoelement.
Das D iffe ren tia l-P ho toe lem en t ist elektrisch analog dem  D oppe l-P ho to 
e lem ent gebau t nur m it dem  Unterschied, daß d ie  beiden Photo
e lem ente  d ich t nebeneinander auf e ine r gem einsam en G run dp la tte  
angeo rdne t sind. In d e r A bb . 17 ist ein D iffe re n tia lph o to e le m e n t

O

in A u fs ich t und Q uerschn itt gezeichnet. W ird  ein G a lvanom ete r als 
N u llins trum ent in d e r e ingeze ichneten  W eise an das D iffe re n tia l- 
Photoe lem ent angeschlossen, so ze ig t es nur dann den Strom N ull,
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wenn be ide  H älften des Photoelem entes gle ich hell be leuchte t sind. 
Auch h ie r lassen sich m itte ls para lle lgeschalte ter W ide rs tände  d ie  
be iden Ze llenhä lften  elektrisch aufe inander abg le ichen. Zu diesem 
Zw eck muh an dem  Photoe lem ent e in  d r itte r  Anschluß angebracht 
w erden, d e r m it d e r G run dp la tte  in V e rb indung  steht.

Besondere Anwendung der Selen-Photoelemente.
A ußer dem  e igen tlichen  und am nächsten liegenden Verw endungs
zweck des Photoelem entes zu pho tom etrischen Zwecken d e r ve r
schiedensten A r t seien noch fo lgende  V erw endungsm öglichke iten  
m itg e te ilt:

D er Nachweis und d ie  Messung k le ine r D rehbew egungen, z. B. V e r
g röberung  eines G a lvanom eterausschlages’ ), d ie  U ntersuchung schwin
gende r m echanischer V o rg ä n g e 2), d ie  M essung k le iner m echanischer 
V erschiebungen m it dem  D iffe ren tia lpho toe lem en t, z. B. Fernm ano
m e te r1), d ie  G le ich s tro m ve rs tä rku n g 1); d ie  Messung hoch frequen te r 
W echselström e (P ho toam perem ete r)5), und schließlich d ie  V e rw en
dung  zu Dem onstrationsversuchen über den P hotoe ffekt im  U n te r
r ic h t0). Bei d e r V erw endung  des Selen-Photoelem entes zu lich t
e lektrischen Signalanlagen (Raumschuß, L ichtwarte, Z äh lvorrich tungen  
usw.) können d ie  Photoe lem ente d ire k t m it e inem  Kontaktre la is ve r
bunden w erden, vorausgesetzt daß dieses e ine  genügende  S trom 
e m p find lich ke it und genügend sichere K ontaktgebung  b e s iß t1).
D ie  in den Kurven n iede rge leg ten  M eßzahlen ge lten  nicht-afs G a ran tie 
w erte  fü r  d ie  zur L ie fe rung  kom m enden Zellen . Sie sind als un 
ve rb ind liche  M itte lw e rte  zu betrachten.

L ite ra tu r: 1) 2) L. Bergm ann. Ein pho toe lektrisches Relais zur V e rg rößerung  k le in e r D rehbew egungen 
Phys. Ztschr. 32 (1931) S. 68.

*) 2) 3) 4) L. Bergm ann. O ber d ie  V erw endung  der S e lensperrsch ich t-P hotoze lle  zu phys ika 
lischen M essungen, Ztschr. f. techn. Phys. 13.(1932) S. 568.

5) H. Schwarz, S trom m essung bei hohen  Frequenzen, Jahrb. fü r H och frequenztechn ik  und 
E lektroakustik  39 (1932) S. 165.

*) L. Bergm ann. Versuche m it^S e le n g le ic h rid ite rn  und  S e lenpho toe lem en ten , Ztschr. f. d. 
phys. und ehem. U nterrich t 46 (1933) S. 49.

L ite ra tu r: L. Bergm ann u. H. Fricke. Ein hochem pfind liches Relais zur V erw endung  be i Sperrschicht
p ho toze llen , Ztschr. f. Fe rnm elde techn ik , 14 (1933) S. 151.
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Selen - Photoelemente.

Ausführung mit Fassungsring und Anschlußklem men.

Besfell-No.
W irksame Fläche Gewicht Preis

c a : cm 2 ca. Gramm RM

6770 A 2,8 26 18 .—

6771 A 9,7 50 2 4 .—

Ausführung ohne Fassungsring.

Besfell-No.
Durch-
messer

mm

W irksame Fläche 
ca :c m 2

Gewicht 
ca. Gramm

Preis
RM

T 10051 E 18 1.0 3 12.—

T 10063 E 25 2,8 4 15.—

T 10088 E 35 4,9 7 18.—

T 10062 E 45 9,7 11 20.—

T 10074 E 67 25,5 28 32.—

Differential ¿Phofoelemente ohne Fassungsring.

Besfell-No.
D urch
messer

mm

Wirksame Fläche 
c a : cm2

Gewicht 
ca. Gramm

Preis
RM

T 10413E 25 2,8 4 24 —

T 10412 E 45 9,7 11 32.—

Für Photo s Elemente in Spezial * Ausführung nach Angaben wolle man
Spezialofferte einholen.
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